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摘要(译)

显示器具有像素阵列，每个像素具有诸如有机发光二极管的发光二极管
（30）。驱动晶体管（TD）和发射晶体管（TE）与正电源（VDDEL）
和地电源（VSSEL）之间的每个像素（22）的发光二极管（30）串联耦
合。像素（22）包括第一和第二开关晶体管（T1，T2）。数据存储电容
器（Cst1）耦合在每个像素中的驱动晶体管（TD）的栅极和源极之间。
信号线（数据）可以以像素列的形式提供，以路由信号，例如数据信
号，来自驱动晶体管的感测驱动电流，以及显示驱动器电路和像素之间
的预定电压。开关晶体管（T1，T2），发射晶体管（TE）和驱动晶体管
（TD）可以包括半导体氧化物晶体管和硅晶体管，并且可以是n沟道晶
体管或p沟道晶体管。
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